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Beschreibung 

Testschaltkreis einer integrierten Speicherschaltung zum Ko- 
dieren von Bewertungsdaten und Verfahren hierzu 

5 

Die Erfindung betrifft eine integrierte Speicherschaltung mit 
einem Testschaltkreis, der Bewertungsdaten generiert und die- 
se an eine Testereinheit ubertragt . Die Erfindung betrifft 
weiterhin ein Verfahren zum Testen einer integrierten 
10 Speicherschaltung mit einem Testschaltkreis. 

Integrierte Speicherschaltungen werden im allgemeinen unter 
verschiedenen spezif ikationsgerechten Bedingungen von einem 
Testsystem getestet. Das Testen wird ublicherweise durch ein 
15 Hineinschreiben von Testdaten in ein Speicherzellenf eld der 
Speicherschaltung und einem anschlieSenden Auslesen der hi- 
neingeschriebenen Daten durchgef iihrt . Ein Vergleichen der 
ausgelesenen Daten mit den zuvor hineingeschriebenen Daten 
fuhrt zu Bewertungsdaten, die angeben, ob die Ergebnisse des 
2 0 Vergleichens eine Identitat der hineingeschriebenen und aus- 
gelesenen Daten oder einen Unterschied zwischen hineinge- 
schriebenen und ausgelesenen Daten ergeben haben. Das Ver- 
gleichen wird ublicherweise in einem Testschaltkreis durchge- 
f iihrt, der sich in der integrierten Speicherschaltung befin- 
£25 det. 

Die so erhaltenen Bewertungsdaten dienen dazu, fehlerhafte 
Speicherbereiche zu ermitteln, die in nachf olgenden Repara- 
turschritten durch redundante Speicherbereiche ersetzt wer- 
30 den, um die integrierte Speicherschaltung zu reparieren. 

Um die Reparaturlosung zu berechnen, mussen beim Testen die 
Bewertungsdaten von der integrierten Speicherschaltung an ei- 
ne Testereinheit Iibertragen werden, in der die optimale Repa- 
35 raturlosung berechnet wird. Die optimale Reparaturlosung gibt 
an, wie die defekten Speicherbereiche durch redundante Spei- 
cherbereiche ersetzt werden sollen, da es moglich ist, einen 
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fehlerhaften Speicherbereich durch redundante Wortleitungen 
Oder durch redundante Bitleitungen zu ersetzen. 

Ublicherweise werden in einem Testsystem mehrere integrierte 
5 Speicherschaltungen gleichzeitig getestet, wobei die Paralle- 
litat durch die Anzahl der Testleitungen zwischen der Tester- 
einheit und der Anzahl der integrierten Speicherschaltungen 
vorgegeben ist. Die Zeit zum Testen einer integrierten Spei- 
cherschaltung durch die Testereinheit und die Parallelitat 
10 geben den Durchsatz des Testsystems vor. 



Wesentlich bestimmend fur die Zeitdauer zum Testen einer in- 
tegrierten Speicherschaltung ist die Zeitdauer, die zum Uber- 
tragen der Bewertungsdaten von der Speicherschaltung an die 

15 Testereinheit benotigt wird. Urn diese Zeit zu minimieren, 

werden die Bewertungsdaten bereits in der Speicherschaltung 
redundanz-konform komprimiert, so dass nur Informationen uber 
Fehler in Speicherbereichen, die spater durch einen redundan- 
ten Speicherbereich ersetzt werden, iibertragen werden. Diese 

20 Komprimierung geht dabei von der Tatsache aus, dass bei- 

spielsweise fur die Reparatur von Speicherzellen mit Spei- 
cherzellen aus einem sogenannten Redundanzbereich keine bit- 
feine Kenntnis der Bewertungsdaten benotigt wird. Somit kon- 
nen bestimmte Fehlerbereiche zusammengef asst werden, wodurch 

25 eine Inf ormationskomprimierung erreicht werden kann. Bei die- 
ser Art der Komprimierung werden die Bewertungsdaten mittels 
einer Bewertungslogik komprimiert und fur jeden ersetzbaren 
Speicherbereich zu einem einzelnen Bewertungsdatum zusammen- 
gef asst und an die Testereinheit weitergegeben . 

30 

Jedoch entstehen auch durch die Ubertragung samtlicher redun- 
danzkonform komprimierter Bewertungsdaten erhebliche zu tiber- 
tragende Datenmengen, so dass auch die Ubertragung von be- 
reits komprimierten Bewertungsdaten eine erhebliche Zeit be- 
3 5 notigt wird. 
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Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung die Testzeit 
zum Testen einer integrierten Speicherschaltung zu minimie- 
ren. 

5 Diese Aufgabe wird durch die integrierte Speicherschaltung 

nach Anspruch 1, die Testereinheit nach Anspruch 6, das Test- 
system nach Anspruch 8 und das Verfahren zum Testen einer in- 
tegrierten Speicherschaltung nach Anspruch 10 gelost. 

10 Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhangigen 
Anspruchen angegeben . 

Gemafi einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist eine 
integrierte Speicherschaltung mit einem Speicherzellenf eld 

15 und mit einem Testschaltkreis vorgesehen. Der Testschaltkreis 
generiert ein Bewertungssignal , wobei das Bewertungs signal 
von einem Ergebnis eines Vergleiches zwischen einem aus dem 
Speicherzellenf eld ausgelesenen Datum und einem in das Spei- 
cherzellenf eld zuvor hineingeschriebenen Datum abhangig ist, 

20 Erf indungsgemaS ist eine Kodiereinheit mit dem Testschalt- 
kreis gekoppelt, um mehrere Bewertungssignale zu einem ko- 
dierten Testsignal zu kodieren. Dabei wird den mehreren Be- 
wertungssignalen als kodiertes Testsignal ein Spannungs signal 
zugeordnet, wobei der Spannungspegel des Spannungs signals die 

25 mehreren Bewertungssignale eindeutig beschreibt. 

Die erf indungsgemafie Kodiereinheit hat also die Wirkung, ein 
Kodieren der Bewertungssignale durchzufuhren, wobei den Be- 
wertungssignalen ein Spannungs signal zugeordnet wird. Dieses 

30 Spannungssignal ist ein analoges Signal/ das verschiedene 
Spannungspegel annehmen kann. Es enthalt somit eine hohere 
Inf ormationsdichte als digitalisierte Signale. Somit kann 
beim Testen der integrierten Speicherschaltung, ans telle meh- 
rere digitale Bewertungssignale parallel oder seriell liber 

35 Testleitungen an eine Testereinheit zu ubertragen, ein einzi- 
ges analoges Signal uber eine Testleitung an die Testerein- 
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heit ubertragen werden, das die Inf ormationen der mehreren 
Bewertungssignale enthalt. 

Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die Kodiereinheit ei- 
5 ne Digital-Analog-Wandlerschaltung aufweist, so dass die meh- 
reren Bewertungssignale in einen Spannungspegel umgewandelt 
werden, wobei jeder Spannungspegel einem bestimmten Muster 
von mehreren Bewertungssignalen zugeordnet ist. 

10 Um das kodierte Testsignal aus der integrierten Speicher- 

schaltung auszulesen, ist vorzugsweise ein externer AnschluS 
vorgesehen, uber den die integrierte Schaltung mit einer Tes- 

* tereinheit verbunden werden kann. 

15 GemaS einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist 
eine Testereinheit vorgesehen, um kodierte Testsignale zu 
empfangen. Die Testereinheit weist eine Dekodier schaltung 
auf, wobei ein kodiertes Testsignal ein Spannungs signal , das 
mehrere Signalpegel annehmen kann, umfafit. Die Dekodier schal- 

2 0 tung ist so gestaltet, um den Spannungspegeln des empfangenen 
Spannungs signal jeweils eine Anzahl von Bewertungsdaten zuzu- 
ordnen. Wesentlich ist, dass jedem Spannungspegel jeweils ei- 
ne Reihe von Bewertungsdaten zugeordnet werden, so dass nach 
dem Empfangen der Testdaten in der Testereinheit die Bewer- 

>25 tungsdaten den defekten Speicherbereichen zugeordnet werden 
konnen. Auf diese Weise kann eine Testereinheit geschaffen 
werden, die komprimierte Testdaten empfangt und diese deko- 
diert um sie z.B. einer Auswerteeinheit zur Verftigung zu 
stellen, die in der Testereinheit eine Redundanzlosung zum 

30 optimalen Ersetzen von defekten Speicherbereichen ermittelt. 

Vorzugsweise umfaSt die Dekodier schaltung eine A/D- 
Wandlerschaltung, um die Spannungspegel des Testsignals in 
einen digitalen Wert umzuwandeln, der Bits umfafit, die die 
35 ursprunglichen Bewertungsdaten darstellen. 
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Gemafi einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erf indung ist 
ein Testsystem mit einer integrierten Speicherschaltung gemafi 
der Erf indung vorgesehen, wobei die integrierte Speicher- 
schaltung mit einer Testereinheit verbunden ist, so dass das 
5 kodierte Testsignal an die Testereinheit ubertragbar ist. Auf 
diese Weise wird ein Testsystem zur Verfiigung gestellt, mit 
dem integrierte Speicherschaltungen schneller getestet werden 
konnen . 

10 Gemafi einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist 

ein Verfahren zum Testen einer integrierten Speicherschaltung 
vorgesehen. Beim Testen wird ein aus dem Speicherzellenf eld 
ausgelesenes Datum und ein in das Speicherzellenf eld zuvor 
hineingeschriebenes Datum miteinander verglichen, wobei ein 
15 Bewertungs signal generiert wird, das von dem Ergebnis des 

Vergleichens abhangig ist. Erf indungsgemafi werden mehrere Be- 
wertungs signal e in ein kodiertes Testsignal kodiert, wobei 
das kodierte Testsignal an eine Testereinheit iibertragen 
wird, wobei das ubertragene kodierte Testsignal zu mehreren 
20 Bewertungssignalen dekodiert wird. 

Das erf indungsgemafie Verfahren hat den Vorteil, dass die Be- 
wertungsdaten komprimiert an die Testereinheit Iibertragen 
werden konnen, wodurch einerseits Testleitungen eingespart 
)25 werden konnen, um so die Parallelitat des Testsystems zu er- 
hohen und andererseits die Ubertragungsgeschwindigkeit zum 
Ubertragen der Bewertungsdaten zu erhohen, so dass mehr Be- 
wertungsdaten innerhalb einer bestimmten Zeit an die Tester- 
einheit ubermittelt werden konnen. 

30 

Eine bevorzugte Aus fiihrungs form der Erfindung wird im folgen- 
den anhand der beigefugten Zeichnungen naher erlautert. Es 
zeigen: 

3 5 Fig. 1 ein Blockdiagramm eines erf indungsgemafien Testsystems; 
Fig. 2 ein Schaltbild einer Kodiereinheit fur eine erf in- 
dungsgemafie integrierte Speicherschaltung; 
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Fig. 3 eine Tabelle, die die Kodierung der Bewertungsdaten in 
verschiedenem Spannungspegel dargestellt wird; und 
Fig. 4 ein Blockschaltbild einer Dekodiererschaltung ftir eine 
erf indungsgemaSe Testereinheit . 

5 

In Fig. 1 ist ein Blockschaltbild eines erf indungsgemaSen 
Testsystems dargestellt. Das Testsystem weist eine integrier- 
te Speicherschaltung 1, insbesondere eine DRAM-Speicherschal- 
tung mit einem Speicherzellenf eld 2 und mit einem Testschalt- 

10 kreis 3 auf. Die integrierte Speicherschaltung 1 ist uber 

einen Signalbus 4 mit einer Testereinheit 5 verbunden. Uber 
den Signalbus 4 konnen Adressdaten und Steuerdaten von der 

1 Testereinheit 5 an die integrierte Speicherschaltung 1 iiber- 
tragen werden und Bewertungsdaten von der integrierten Spei- 

15 cherschaltung 1 an die Testereinheit 5 ubertragen werden. 

Der Testschaltkreis 3 weist eine Komparatorschaltung 6 auf, 
die dazu dient die in das Speicherzellenf eld 2 hineinge- 
schriebenen Daten mit den aus dem Speicherzellenf eld 2 ausge- 

20 lesenen Daten zu vergleichen und als Ergebnis Bewertungsdaten 
zu generieren, die davon abhangig sind, ob die eingeschriebe- 
nen und ausgelesenen Daten zueinander identisch oder unter- 
schiedlich sind. So hat beispielsweise ein Bewertungsdatum 
den Wert „0 W wenn die eingeschriebenen und ausgelesenen Daten 

>25 identisch sind und den Wert „1", wenn die eingeschriebenen 
und ausgelesenen Daten unterschiedlich sind. 

Ublicherweise werden die Daten bitweise oder Speicherbe- 
reichs-weise miteinander verglichen, so dass Bewertungsdaten 
30 erzeugt werden, die bitweise angeben, ob die eingeschriebenen 
und ausgelesenen Daten zueinander identisch oder unterschied- 
lich sind. Die Bewertungsdaten werden an eine Kodiereinheit 7 
weitergegeben, die eine Komprimierung der Bewertungsdaten 
vornimmt . 

35 

Nach der Komprimierung der Bewertungsdaten werden die so er- 
mittelten kodierten Testdaten uber den Signalbus 4 an die 
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Testereinheit 5 ubermittelt . Dort werden die kodierten Test- 
daten in einer Dekodiereinheit 8 dekodiert und einer Auswer- 
teschaltung 9 zugeftihrt, die aus den Bewertungsdaten eine Re- 
dundanzlosung ermittelt. 

5 

In Fig. 2 ist ein Schaltbild einer Kodiereinheit fur die er- 
f indungsgema&e integrierte Speicherschaltung dargestellt. 
Diese dargestellt Kodiereinheit stellt im wesentlichen einen 
2-Bit-Digital-Analog-Wandler dar, der zwei Bit Daten in einen 

10 analogen Spannungswert umwandelt. Der Ubersicht halber be- 

schrankt sich die Darstellung der Kodiereinheit auf einen 2- 
Bit-Digital-Analog-Wandler . Es ist jedoch vorstellbar, eine 
beliebige Anzahl von Bits auf diese Weise zu kodieren. Dies 
ist lediglich durch die Auf losegenauigkeit der Dekodierein- 

15 heit 8 in der Testereinheit 5 sowie durch die Storempfind- 
lichkeit der Signal lei tungen des Signalbusses 4 beschrankt. 

Die Kodiereinheit 7 ist im wesentlichen fur jede mogliche 
Bitkombination der zu kodierenden Bewertungsdaten zweiteilig 
20 aufgebaut. Ein erster Teil besteht im wesentlichen aus einera 
Und-Gatter lOa-lOd, an dessen Eingangen die zu kodierenden 
Bewertungsdaten entweder nicht-invertiert oder durch einen 
Inverter invertiert angelegt werden. Der Ausgang des jeweili- 
gen UND-Gatters fuhrt zu einem Steuereingang, einem Schalter 
^^25 13a - 13d, wobei bei einem High-Zustand des Ausgangs des je- 
weiligen Und-Gatters 10a - lOd der jeweilige Schalter 13a - 
13d geschlossen wird, so dass eine von einem Spannungsteiler 
11 generierte Spannung an eine Ausgangsleitung 12 angelegt 
wird. Die UND-Gatter 10a - lOd sind so geschaltet, dass je- 
30 weils nur einer der Schalter 13a-13d geschlossen ist. Jeder 
der Schalter 13a - 13d schaltet ein Spannungspotential auf 
die Ausgangsleitung 12, das die anliegende Bitkombination 
eindeutig bestimmt, d.h. es unterscheidet sich von den ande- 
ren Spannungspotentialen . 

35 

So sind an das erste UND-Gatter 10a das erste Bit und das 
zweite Bit nicht-invertiert an die Eingange angelegt, beim 
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zweiten UND-Gatter 10b das erste Bit invertiert und das zwei- 
te Bit nicht-invertiert angelegt, beim dritten UND-Gatter 10c 
das erste Bit und das zweite Bit invertiert angelegt und beim 
vierten UND-Gatter lOd das erste Bit nicht-invertiert und das 
5 zweite Bit invertiert angelegt. Auf diese Weise lassen sich 
die vier Zustande, die durch das erste Bit und das zweite Bit 
dargestellt werden konnen, in vier Spannungspegel kodieren. 
Dies ist in der Tabelle nach Fig. 3 dargestellt. 

10 Eine solche Kodiereinheit la£t sich beliebig erweitern und 

somit zum Kodieren von zwei, drei, vier oder mehreren Bewer- 
tungsdaten verwenden. 




Der Spannungsteiler 11 ist im wesentlichen durch eine Reihe 

15 von Widerstanden 14a, 14b, 14c aufgebaut, zwischen denen ver- 
schiedene vordef inierte Spannungspegel abgreifbar sind. Die 
Reihe von Widerstanden 14a, 14b, 14c ist zwischen einem Versor- 
gungsspannungspotential VDD und einem Massepotential GND an- 
geordnet. Das Versorgungsspannungspotential VDD stellt den 

20 ersten Spannungspegel VI und das Massepotential GND den vier- 
ten Spannungspegel V4 dar. An dem Knoten zwischen dem ersten 
Widerstand 14a und dem zweiten Widerstand 14b ist der zweite 
Spannungspegel V2 und an dem Knoten zwischen dem zweiten Wi- 
derstand 14b und dem dritten Widerstand 14c der dritte Span- 

25 nungspegel V3 abgreifbar. Der erste Spannungspegel VI ist mit 
einem Anschluss des ersten Schalters 13a, der zweite Span- 
nungspegel V2 ist mit einem Anschluss des zweiten Schalters 
13b, der dritte Spannungspegel V3 ist mit einem Anschluss des 
dritten Schalters 13c, und der vierte Spannungspegel V4 ist 

30 mit einem Anschluss des vierten Schalters 13d verbunden. 

Eine solche Spannungsteilerschaltung ist ebenfalls bei der 
Kodierung von mehr als zwei Bits erweiterbar, so dass nicht 
nur vier sondern 8, 16 und mehr Spannungspegel erzeugbar 
35 sind. 
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In Fig. 4 ist ein Schaltbild der Dekodiereinheit 8 darge- 
stellt, die beispielsweise in der Testereinheit 5 vorgesehen 
sein kann. Die Dekodiereinheit 8 ist im wesent lichen eine A- 
nalog-Digital-Wandlerschaltung, mit einer Auflosung, die min- 
5 destens der Anzahl der in dem Testsignal komprimierten Bewer- 
tungsdaten entspricht. Es ist darin eine zweite Spannungstei- 
lerschaltung 20 mit vier in Reihe geschalteten Widerstanden 
21a, 21b, 21c, 2 Id vorgesehen. Der vierte und der siebte Wider- 
stand 21a, 21d haben den jeweils halben Widerstandswert von 
10 jeweils dem funften und sechsten Widerstand 21b, 21c. Der Kno- 
ten zwischen dem vier ten Widerstand 21a und dem funften Wi- 
derstand 21b ist mit einem nicht-invertierenden Eingang eines 
ersten Komparators verbunden. Der Knoten zwischen dem funften 
Widerstand 21b und dem sechsten Widerstand 21c ist mit dem 
15 nicht-invertierenden Eingang einer zweiten Komparatorschal- 

tung 21b, der Knoten zwischen dem sechsten Widerstand 21c und 
dem siebten Widerstand 2 Id ist mit dem nicht-invertierenden 
Eingang einer dritten Komparatorschaltung 22c verbunden. An 
die invert ierenden Eingange der ersten, zweiten und dritten 
20 Komparatorschaltung 22a, 22b, 22c ist das kodierte Testsignal 
angelegt. Die Komparatorschaltungen 22a,22b,22c sind jeweils 
mit einem Ausgang mit einer Konverterschaltung 23 verbunden, 
die zwei Ausgange aufweist. An den zwei Ausgangen liegen beim 
Dekodieren Signalbits an, die in dem kodierten Testsignal ko- 
^25 diert sind. 

Die Konverterschaltung 23 dekodiert die drei an den Ausgangen 
der Komparatorschaltungen 22a, 22b, 22c anliegenden Signale, so 
dass das erste und das zweite Bit der ursprunglichen Bewer- 

30 tungsdaten wiederhergestellt werden. Je nach Spannungspegel 
des kodierten Testsignals weisen keiner, ein bzw. alle Aus- 
gange der Komparatorschaltungen 22a, 22b, 22c einen High- 
Zustand auf . Betragt der Spannungspegel 0 V bzw. die Spannung 
VI, so liegen alle Ausgange der Komparatorschaltung 22 auf 

3 5 einem High-Pegel, wahrend bei einem Spannungspegel des ko- 
dierten Testsignals in Hohe der Versorgungs spannung bzw. der 
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Spannung V4, so sind alle drei Ausgange der Komparatorschal- 
tungen in einem Low-Zustand. 

Auf diese Weise kann eine Dekodiereinheit 8 zur Verfiigung ge- 
5 stellt werden, die in der Lage ist, ein kodiertes Testsignal, 
in dem vier Zustande, die durch zwei Bit dargestellt werden 
konnen, dekodiert werden, in dem die Spannungspegelbereiche, 
in denen sich die definierten Spannungspegel des kodierten 
Testsignals befinden, jeweils einem Zustand zugeordnet sind, 
10 der durch eine Zwei-Bitkombination durch das erste Bit und 
das zweite Bit definiert sind. 

^ Die Erfindung besteht darin, eine beliebige Anzahl von Zell- 
signalen zu einer einzigen Fehlerinf ormation zu komprimieren 

15 und von der integrierten Speicherschaltung an eine externe 
Testereinheit zu ubergeben. 

Die Erfindung umfasst weiterhin eine Testereinheit mit einer 
Dekodierschaltung, die in der Lage ist, die komprimierte Feh- 
20 lerinf ormation zu dekodieren, d.h. den Spannungspegeln des 

kodierten Testsignals eine Reihe von Bewertungsdaten zuzuord- 
nen. Diese Komprimierung ermoglicht eine hohe Inf ormations- 
ubertragungsrate pro Zeiteinheit. 

^25 Vorzugsweise werden die kodierten Testsignale, die mit Hilfe 
der in Fig. 2 dargestellten Kodiereinheit erzeugt worden 
sind, innerhalb eines Taktzyklusses an die Testereinheit 5 
ubertragen. Auf diese Weise lafit sich die Ubertragung der Be- 
wertungsdaten urn den Faktor 4 beschleunigen, da mit Hilfe ei- 

3 0 nes kodierten Testsignals, das pro Taktzyklus ubertragen wer- 
den kann, Inf ormationen von vier Bit-Bewertungsdaten ubertra- 
gen. 

Die Dekodiereinheit 8 kann sowohl innerhalb der Testereinheit 
35 angeordnet sein als auch der Testereinheit vorgeschaltet wer- 
den, so dass eine Modif izierung einer herkommlichen Tester- 
einheit nicht notwendig ist. Die Testerleitungen, die zwi- 
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schen integrierter Speicherschaltung und Testereinheit ange- 
ordnet sind, sind somit nicht direkt mit der Testereinheit 
verbunden sondern uber die Dekodiereinheit 8, an deren Aus- 
gangen dann die dekodierten Bewertungsdaten abgreifbar sind. 
Auf diese Weise kann ein Eingriff in die komplex aufgebauten 
Testereinrichtungen vermieden werden. 
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Patentanspruche 

1. Integrierte Speicherschaltung (1) mit einem Speicherzel- 
5 lenfeld und mit einem Testschaltkreis (3), 

wobei der Testschaltkreis (3) ein Bewertungsdatum gene- 
riert, wobei das Bewertungsdatum abhangig ist von einem 
Ergebnis 

eines Vergleichens zwischen einem aus dem Speicherzellen- 
10 feld (2) ausgelesenen Datum und einem in das Speicherzel- 

lenfeld zuvor hineingeschriebenes Datum, 

dadurch gekennzeichnet , da£ 
t eine Kodiereinheit (7) mit dem Testschaltkreis (3) gekop- 

pelt ist, um mehrere Bewertungssignale zu einem kodierten 
15 Testsignal zu kodieren, wobei den mehreren Testdaten als 

kodiertes Testdatum ein Spannungs signal zugeordnet wer- 

den. 

2. Integrierte Speicherschaltung (1) nach Anspruch 1, 

20 wobei die Kodiereinheit eine Digital-Analog-Wandlerschal- 

tung au f we ist. 

3. Integrierte Speicherschaltung (1) nach Anspruch 2, 
wobei die Kodiereinheit (7) so ausgefiihrt ist, um mehrere 

25 Spannungspegel zu generieren, so dass jeweils ein Span- 

nungspegel einem bestimmten Muster von mehreren Bewer- 
tungsdaten zugeordnet ist. 

4. Integrierte Speicherschaltung (1) nach einem der Ansprii- 
30 che 1 bis 3, 

wobei ein externer AnschluS vorgesehen ist, um das ko- 
dierte Testdatum aus der integrierten Speicherschaltung 
(1) auszulesen. 



35 



5. Integrierte Speicherschaltung (1) nach Anspruch 4, 

wobei das Spannungs signal innerhalb eines Taktzyklusses 
auslesbar ist. 



Infineon Technologies AG 

13 



INF 13 53 



6. Testereinheit zum Empfangen von kodierten Bewertungsdaten 
mit einer Dekodierschaltung (8) , wobei ein kodiertes 
Testsignal ein Spannungs signal , das mehrere Signalpegel 
5 annehmen kann, umfasst, wobei die Dekodierschaltung so 

gestaltet ist, urn den Spannungspegeln des empfangene 
Spannungs signal jeweils ein Muster von Bewertungsdaten 
zuzuordnen . 

10 7. Testereinheit (5) nach Anspruch 6, wobei die Dekodier- 
schaltung (8) eine Analog- /Digital -Wandlerschaltung um- 
f asst . 

8. Testsystem mit einer integrierten Speicherschaltung nach 
15 einem der Anspruche 1 bis 5, wobei die integrierte Spei- 

cherschaltung (1) mit einer Testereinheit (5) verbunden 
ist, so dass das kodierte Testdatum an die Testereinheit 
(5) ubertragbar ist. 

20 9. Testsystem nach Anspruch 8, wobei die Testereinheit (5) 
eine Testereinheit (5) nach einem der Anspruche 6 oder 7 
umfasst . 

lO.Verfahren zum Testen einer integrierten Speicherschaltung 
^25 (1) mit einem Speicherzellenf eld (2) , wobei beim Testen 

ein aus dem Speicherzellenf eld ausgelesenes Datum und ein 
in das Speicherzellenf eld (2) zuvor hineingeschriebenes 
Datum verglichen werden, wobei ein Bewertungsdatum gene- 
riert wird, das von dem Ergebnis des Vergleichens abhan- 
30 gig ist, 

dadurch gekennzeichnet , daS 

mehrere Bewertungsdaten in ein kodierte Testdatum kodiert 
werden, wobei das kodierte Testdatum an eine Testerein- 
heit ubertragen wird, wobei das ubertragene kodierte 
3 5 Testdatum zu mehreren Bewertungsdaten dekodiert wird. 
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ll.Verfahren nach Anspruch 10, wobei das Kodieren der Bewer- 
tungsdaten so vorgenommen wird, dass das kodierte Testda- 
turn mehrere Spannungspegel aufweist, wobei im wesent li- 
chen jeder der Spannungspegel einem Muster von Bewer- 
tungsdaten zugeordnet ist. 
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Zusammenf assung 

Testschaltkreis einer integrierten Speicherschaltung zum Ko- 
dieren von Bewertungsdaten und Verfahren hierzu 

Integrierte Speicherschaltung mit einem Speicherzellenf eld 
und mit einem Testschaltkreis, wobei der Testschaltkreis ein 
Bewertungsdatum generiert, wobei das Bewertungsdatum abhangig 
ist von einem Ergebnis eines Vergleichens zwischen einem aus 
dem Speicherzellenf eld ausgelesenen Datum und einem in das 
Speicherzellenf eld zuvor hineingeschriebenes Datum, dadurch 
gekennzeichnet, dafi eine Kodiereinheit mit dem Testschalt- 
kreis gekoppelt ist, urn mehrere Bewertungssignale zu einem 
kodierten Testsignal zu kodieren, wobei den mehreren Testda- 
ten als kodiertes Testdatum ein Spannungs signal zugeordnet 
we r den . 



Figur 1 
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Bezugszeichenliste 



10 



15 



20 



1 




integriere Speicherschaltung 


2 




Speicherzellenf eld 


3 




Testschaltung 


4 




Signalbus 


5 




Testereinheit 


6 




Kompa r a t o r s cha 1 1 ung 


7 




Kodiereinheit 


8 




Dekodiereinheit 


9 




Auswerteschaltung 


10a, 10b, 10c, 


lOd 


erstes, zweites, drittes, viertes UND-Gatter 


11 




erster Spannungsteiler 


12 




Ausgangsleitung 


13a, 13b, 13c, 


13d 


erster, zweiter, dritter, vierter steuerba- 






rer Schalter 


14a, 14b, 14c 




erster, zweiter, dritter Widerstand 
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zweiter Spannungsteiler 


21a, 21b, 21c, 21d 


vierter, funf ter , sechster , siebter Widerstand 


22a, 22b, 22c 




erste, zweite, dritte Komparatorschaltung 


23 




Kon ve rterschaltung 


VDD 




Versorgungssp annung spotential 


GND 




Massepotential 


VI, V2, V3, 


V4 


erstes, zweites, drittes, viertes Spannungs- 






potential 



so 



^3 



Bit 1 


Bit 2 


V out 


HIGH 


HIGH 


v 4 


LOW 


HIGH 


v 3 


HIGH 


LOW 


v 2 


LOW 


LOW 


v 1 



Vdd 






K 
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n 








e 
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